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RESUMO:

A energia solar fotovoltaica é considerada uma alternativa viavel e  |° SECESEEmEeREEID it
sustentavel para suprir o aumento da demanda mundial por energia. R
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Porém, para alavancar o uso da energia solar fotovoltaica, faz-se necessario TR
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reduzir os custos de produc¢dao dos modulos fotovoltaicos. O silicio de grau 1| Naalr |
metalirgico melhorado (Si-GMM), obtido por rota metaltargica, é R T M fanas sasassss "
. . - , . Figura 3: a) Foto da mascara usada na deposicio do filme de Al e b) Figura 4: a) Foto do circuito montado para medida de efeito Hall e
COHSlderadO uma alternatlva para a prOdugaO de CQIUlaS fOtOVOltalcaS. O laminas posicionadas no porta-amostra. b) lAminas posicionadas no circuito.

objetivo deste trabalho fol1 caracterizar laminas de silicio de grau
metaltrgico melhorado por medidas de resistividade e efeito Hall. A medida RESULTADOS E DISCUSSOES

de resistividade permite determinar a concentracao de dopantes na
amostra. Uma caracteristica do S1-GMM é a presenca simultanea dos dois

Tabela 1: Resultados de resistividades das laminas de Si-GMM.

dopantes boro (B) e fésforo (P). Esse material é chamado de compensado. A . , . L
: Co. . regiao do area meédia | Espessura | Resistividade
presenca dos dois dopantes altera o valor de resistividade da amostra. No lingote mm? | mm* | mm* | mm? | mm? (mm?) (1m) (ohm.cm)
silicio compensado, a caracterizacao recomendada é a medida da mobilidade
dos portadores de carga, que foram obtidas por efeito Hall. A degradacao da ITIA - topo| 5.1 49 = 6 5 3 | 9 2 140 0.094
mobilidade dos portadores de carga no Si-GMM se da pela presenca de ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
lmpurezas, que operam como centros de recombinacao. Outras ITA - meio| 12,4 2,6 1,9 1,1 0,8 5,2 630 0,027
ca.lracterist?cas, tals como contornos. .dos oraos cristalinos, defeitos e IA - base | 2.4 1.0 1.3 0.8 7.3 25 459 0,027
discordancias também afetam a mobilidade dos portadores de carga 34
Neste trabalho foram analisadas laminas de Si-GMM obtidas por rota Tabela 2: Resultado da densidade de portadores e mobilidade dos portadores de carga nas laminas de Si-GMM .
metaliirgica no Laboratério de Fusao de Feixe de Elétrons - Regido do  |densidade de portadores de carga B
DEMA/FEM/Unicamp, associando as técnicas de desgaseificacao a vacuo e lingote (em3) mobilidade (cm?/V.s)
solidificacao direcional em forno de inducao. As medidas de resistividade e a
mobilidade dos portadores de carga por efeito Hall foram realizadas no topo 6,94k+17 il
Laboratoério de Pesquisas Fotovoltaicas — DFA/IFGW/Unicamp. me10 1,19E+18 124
base 1,49E+18 133
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: CONCLUSAO:
A medida de resistividade nao se mostra adequada para classificar laminas de
W@ Limpeza com Remog&o da —— [“Ataque quimico | | Si-GMM. Observou-se que ndo houve variagdo no valor de resistividade ao
diamantado e |:> camada de |:> |:> com NaOH longo do lingote. O efeito de compensacao, observado nos lingotes de Si-GMM,
- | Suimicos | oxido com HF revelacao dos graos prejudica a determinacao da resistividade. Outro fato que merece atencao é
que a presenca dos graos cristalinos reduz a mobilidade dos portadores de
@ carga, pols operam como centro de recombinacao. A regiao com mailor
Vetalizacko Remocio da Limpeza com — imoera com concentragao de impureza§~apresenta menor mobilic}ade dps portadores dg
de Al <:| camada de <:| solventes <: 08 %08 crr <:| solventes carga, enquanto que a reglao com menor concentracao de Impurezas possul
SE— dxido com HF quimicos A i mailor valor de mobilidade. Deste modo, observou-se variagao da mobilidade
@ - - em funcao da concentracao de i1mpurezas, causada pela segregacao das

- mesmas no lingote de S1-GMM. Sendo assim, a mobilidade ¢ a medida mais
——— |::> Remm;daudda |::> Vontagem das |:> [soldagem dos | |:> [Medidas de recomendavel quando se trata de Si-GMM.
forno = N; ;j?jcuamT-IF placas de circuito fios de cobre efeito Hall
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Figura 2: Foto de uma lamina de Si-GMM policristalina. {‘.t! CN Pq @ i LABORATORIO DE FUSAO
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